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Nous présentons la construction et les premiers résultats obtenus sur notre nouveau banc d’injection électromagnetique fonctionnant en
champ proche dans les frequences millimétriques. Celui-ci innove par une plus forte puissance rayonnée en bout de guide ouvert et par
son application ciblant I'étude des phénomenes dit « hors bande » (en dehors de la frequence de travail de I'objet en test). En effet, a ce
jour et a notre connaissance, aucun test n'est normalisé pour etudier les perturbations causées par ce genre de phenomene.
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